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车规级电源芯片高温存储寿命认证标准

1 范围

本文件规定了车规级电源芯片高温存储寿命的技术要求和计算方法。

本文件适用于车规级电源芯片高温存储的认证及寿命计算。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

AEC Q100J Failure Mechanism Based Stress Test Qualification For Integrated Circuits In

Automotive Applications

3 术语和定义

请选择适当的引导语

AEC Q100J界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

HTSL High Temperature Storage Life 高温存储寿命。

用于评估在高温环境下车规电源芯片的存储寿命

4 寿命标准等级

根据目前车规电源芯片的应用场景，分成如下三个温度等级

表 1 塑料封装车规电源芯片高温存储寿命测试温度等级表

产品名称

塑料封装车规电源芯片高温存储寿命测试温度

2级 1级 0级

车规电源芯片 125℃ 150℃ 175℃

表 2 陶瓷封装车规电源芯片高温存储寿命及测试温度等级表

产品名称

陶瓷封装车规电源芯片高温存储测试寿命及温度要求

2 1

车规电源芯片 200℃，72hrs 250℃，10hrs

对于塑料封装车规电源芯片，各个温度条件下应满足高温存储寿命等级表的要求。

表 3 车规电源芯片高温存储寿命等级表
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产品名称

高温存储测试寿命

2级 1级 0级

车规电源芯片 >=1000hrs >=1000hrs >=1000hrs

5 技术要求

塑料封装车规级电源芯片可靠性测试高温存储寿命推荐值应符合表 3 要求。

6 计算方法

车规级电源芯片高温存储寿命计算的方法符合 AEC Q100J 中对计算方法的规定。

车规级电源芯片高温存储寿命计算公式：

电源芯片高温存储寿命测试时间按公式(1)计算：

…………………………………………………………⑴

Af 加速因子按Arrhenius公式(2)计算:

………………………………………………⑵

式中：

tu----average storage time 平均存储寿命；

tt----test time 测试时间；

Tu----average junction temperature in use environment 使用环境下平均结温（单位K）；

Tt----junction temperature in test environment 测试环境下结温（单位K）；

exp----自然指数函数；

kB---- Boltzmann’s Constant 玻尔兹曼常数 kB = 8.61733 x 10-5 eV/K；

Ea----activation energy; 0.7 eV is a typical value, actual values depend on failure

mechanism and range from -0.2 to 1.4 eV) 激活能；0.7电子伏特是一个典型值，它的取值范围为

-0.2到1.4电子伏特，实际的值取决于失效机制。

车规级电源芯片高温存储寿命计算

根据车规级电源芯片的Mission Profile来计算选取合适的测试时间以足够等效产品实际的存储寿

命。例如如下产品：

The assumed mission profile is:

• Lifetime: 15 years; according to 365 days per year,total 131400 hours

• Total operating hours: 12500

表 4 Temperature profile for packaged device

Tj /℃ HRS@ Tj (hrs)

-20 250

mailto:HRS@Tj(hrs)
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取Ea = 0.7 eV，按照6.2节中公式，将Temperature profile的时间等效成175℃条件下的测试时间

如表5。

表 5 175℃条件下的等效测试时间表

Tj /℃ HRS @ Tj (hrs) 等效175℃测试时间（hrs）

-20 250 1

20 1250 1

25 118900 13

50 3000 3

95 4250 83

130 3000 397

150 625 215

175 125 125

总时间 131400 838

175℃测试条件下838hrs测试寿命等效于该Temperature profile下15 years /131400hrs存储寿命。

综上，车规级电源芯片可靠性测试高温存储寿命推荐值1000hrs满足该Temperature profile下15

years /131400hrs存储寿命。对于具有更严苛的Temperature profile的车规级电源芯片，请根据此方

法计算出合适的等效测试时间来满足产品实际的存储寿命。

20 1250

25 118900

50 3000

95 4250

130 3000

150 625

175 125

总时间 131400

mailto:HRS@Tj(hrs)
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